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TO-252
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P1
A0
B
5
AA
®43
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Dimen ion
Ref. Millime e Inche
Min . T Ma . Min . T Ma
A 2.10 2.50 0.083 0.098
0 0.10 0 0.004
B 0.66 0.86 0.026 0.034
B2 5.18 5.48 0.202 0.216
C 0.40 0.60 0.016 0.024
Cc2 0.44 0.58 0.017 0.023
D 5.90 6.30 0.232 0.248
D1 5 .30REF 0 .209REF
E 6 .40 6.80 0.252 0.268
E1 4 .63 0.182
4 .47 4.67 0.176 0.184
H 9.50 10.70 0.374 0 .421
L 1.09 1.21 0.043 0.048
L2 1.35 1.65 0.053 0.065
V1 7 7
V2 0 6 0 6
Dimen ion
LA Ref. Millime e Inche
Min. T Ma . Min. T Ma
15690 16.00 16.10 0.626 0.630 0.634
E 1.65 1.75 1.85 0.065 0.069 0.073
F 7.40 7.50 7.60 0.291 0.295 0.299
DO 1.40 1.50 1.60 0.055 0.059 0.063
D1 1.40 1.50 1.60 0.055 0.059 0.063
PO 3.90 4.00 4.10 0.154 0.157 0.161
P1 7.90 8.00 8.10 0.311  0.315 0.319
P2 1.90 2.00 2.10 0.075 0.079 0.083
A0 6.85 6.90 7.00 0.270  0.271 0.276
BO 10.45 10.50 10.60 0.411 0.413  0.417
KO 2.68 2.78 2.88 0.105 0.109 0.113
T 0.24 0.27 0.009 0.011
1 0.10 0.004
10P0O  39.80 40.00 40.20 1.567 1.575 1.5
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